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@ tntegrierte mikromechanische Sensorvorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung 

(§) Integrierte mikromechanische Sensorvorrichtung und Ver- 
fahren zu deren Herstellung. 

Die integrierte mikromechanische Sensorvorrichtung enthitt 

einen Kdrper mH einem Substral (1), auf dem eine tsoiieren- 

de Schtcht (2) und darOber eine einkristalline SHiziumschicht 

(3) angeordnet sind, bei der die SHiziumschicht GrSben bis 

auf die OberflSche der isolierenden Schicht aufweist und die 

Seitenwande dar Grftben sowie die der isolierenden Schicht 

zugewandte Seite der SHiziumschicht eine erste Dotierung 

(n + ) und die Siliziumschicht zumindest in einem Teilbereich 

ihrer verbleibenden Oberflache eine zweite Dotierung (n) 

aufweist, bei der die Siliziumschicht in einem ersten Bereich 

(TB) eine Transistoranordnung und in einem zwetten Bereich 

(SB) eine Sensoranordnung aufweist, wozu die isolierende 
m Schicht (2) unter dem zweiten Bereich teitweise entfernt ist. 
™ Eine derartige Sensorvorrichtung weist erhebliche Vorzuge 
^ hinstchtlich ihrer Eigenschaften und ihres Herstettverfahrens 

gegenuber bekannten Vorrichtungen auf. 
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"schlieBlich bietet die ^™W^ d f*J^; TecSogie hochintegrierter Schaltungen. Springer- 

richtung den e' hebl,C ^ n r y°" e i > ,? i ;oI Proz«s« die VeX 1988, Seite 80 ff. bekannt Bei einer entsprechen- 

dung eines bipolaren oder eines B ' CM ^™« ses °' e I n Te' er « ur behandlung diffundieren Phosphor und 

Maskenzahl zur Herstellung d " .^Z^S^!' 5 SSto aus dem Phosphorglas in das Silizi- 

genuber einem StandardprozeB ,n d.esen Techno.og.en Wj^^ide der Siliziumschicht 3 ein. Damit 

nicht erhdht wird « # ^« Af . ff ;K t ci r h die in Fie. 2 eezeigte Struktur, bei der die 

*»• &teta, « s,nd " ""'"""P™" sSSJ ? »d die dtteende Uolierschk*, 4 

chen gekennzeichnet afl u ofM i „ ftn c; mir p n 1ft am FuS der zuvor geiltzten Graben aufeinanderstoBen. 

Die Erfmduni <™d naeMolgend anhand von Fifuren » ™ ™ ™„ de 8 !hli e n K prechend der an der isolie- 

derZeichn U n 8 nlhererliu.er<,vondenen 5*! anfrenzenden Zone der Siliziom- 

wei^etwerdensoU. i k M n z.B.eiheDWB- gen bekannt Bei einer bipolaren Transistorstruktur 

etne isoherende Scnicht ^^^^^^JL-s ^ der Bc reich SB, der fflr das SeMoretanem-WKie- 
^P^^^^^^^S^ ^n i durch eine emsprechende Maske abgedeckt 
S *TJi ^£S!lSS^SSSSS^ 55 GemaB Fig. 3 ergibt sich z-B. ein bipolarer Transistor. 
?? ,Ch ££i^ dessen KoUektor C niederohmig fiber die vergrabene 

G ? r.T™,^£r l^btl etoer SntaLdlinen Zone BL und die hochdotierten niederotanigen Graben- 

?^ n Tf SSfiSetaSTC umoxid SiO?, gegeneinander isoliert. AnschlieBend w,rd 
S^^eLSn? SSSSS werden die es fiber der gesamten Anordnung eine Passmerungs- 

WflhrunesbeisDiel eemaB Fig. 2 kann Phosphorglas rungsschicht aus Siliziuirautnd SijN 4 bestehen. 
(P^^WsSo^ (BPSG) verwendet wer- Im AnschluB an die Erzeugung der Transistoranord- 


A 

des Masseteils in der Chipeoene ist lauBerdem automa- 
ttSwh eine Oberlastsicherung in der Chipebene gegeben. 

Bei Verwendung eines bipolaren oder eines BIC- 
MOS-Standardprozesses als Basistechnologie fiir die 
Ausweneschaltung des intelligenten Sensors wird die 5 
Maskenzahl nicht erhdht Dadurch lassen sich erhebli- 
che Kosten sparen und der HerstellungsprozeB insge- 
samt vereinfachen. 

Grundsatzlich ist das erfindungsgemaBe Verfahren 
bzw. die Sensorvorrichtung kombinierbar mit alien be* 10 
kannten Technologien. Insbesondere ist die Sensorvor- 
richtung VLSI-kompatibeL so daB Strukturbreiten unter 
1 \im erzielt werden kdnnen. Verwendung bei der Her- 
stellung konnen deshalb die aus der Halbleitertechnolo- 
gie bekannten Grabenatz- und Auffullverfahren sowie 15 
die Qblichen Halbleiterverf ahren findea 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer integrierten mi- 20 
kromechanischen Sensorvorrichtung, gekenn- 
zeichnet durch folgende Schritte: 

a) Bilden eines KOrpers mit einer auf einem 
Substrat (1) angeordneten isolierenden Schicht 
(2) und einer dartlber angeordneten einkristal- 23 
liutn Siliziumschicht (3), wobei die Silizium- 
schicht eine vorgegebene Dotierung (n + , n") 
aufweist, 

b) Atzen von Gr&ben in der Siliziumschicht bis 
auf die Oberfliche der isolierenden Schicht, 30 

c) Dotieren der Grabenw&nde, 

d) Erzeugen einer Transistoranordnung in ei- 
nem ersten Bereich (TB) der Siliziumschicht, 
und 

e) Entfernen der isolierenden Schicht (2) unter 35 
einem zweiten Bereich (SB) der Silizium- 
schicht 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei der Siliziumschicht an ihrer der 
isolierenden Schicht zugewandten Seite eine erste 40 
vorgegebene Dotierung (n + ) und in ihrer Oberflfi- 
chenzone cine zweite vorgegebene Dotierung (n~) 
vorgesehen werdea 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Graben mit einem dotieren- 45 
den Isolierstoff (4) aufgef Qllt werden. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Graben 
mit Phosphorglas aufgef Qllt werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- so 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Graben- 
wfinde entsprechend der ersten vorgegebenen Do- 
tierung (n + ) der Siliziumschicht (3) dotiert werden, 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprflche, dadurch gekennzeichnet, daB die Transi- 55 
storanordnung nach einem bipolaren, einem MOS- 
oder einem Bipolar- MOS-StandardprozeB erzeugt 
wird 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB nach Erzeu- 60 
gen der Transistoranordnung eine Passivierungs- 
schicht (P) in einem Sensorbereich (SB) entfernt 
und danach der Isolierstoff in den Gr&ben des Sen- 
sorbereichs und die isolierende Schicht unter der 
Siliziumschicht entfernt werden. 65 

8. Integrierte mikromechanische Sensorvorrich- 
tung. 

bei der ein K6rper (10) mit einem Substrat (1), mit 


A 8 
lgeordneten einkristallinen Sili- 
ziumschicht (3) und mit einer in einem vorgegebe- 
nen Bereich dazwischen angeordneten isolierenden 
Schicht (2) gebildet ist 

bei der die Siliziumschicht Graben von ihrer Ober- 
flache bis zu ihrer unteren Grenzflache aufweist, 
bei der in der Siliziumschicht (3) die Seitenwande 
der Graben und die der unteren Grenzflache der 
Siliziumschicht zugeordnete Seite der Silizium- 
schicht eine erste vorgegebene Dotierung (n + ) ha- 
ben und die Siliziumschicht zumindest in einem 
Teilbereich eine zweite vorgegebene Dotierung 
(n~) aufweist, 

bei der eine Transistoranordnung in einem ersten 
Bereich (TB) der Siliziumschicht uber der isolieren- 
den Schicht (2) vorgesehen ist und 
bei der eine Sensoranordnung in einem zweiten 
Bereich (SB) der Siliziumschicht vorgesehen ist, in 
dem zumindest teilweise keine isolierende Schicht 
vorhanden ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Graben in dem ersten Bereich mit 
einem Isolierstoff (4) aufgefullt sind. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Transistoranordnung eine 
bipolar e, eine MOS- oder eine Bipolar-MOS-An- 
ordnung vorgesehen ist 

11. Vorrichtung nach einem der Ansprfiche 8 bis 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Sensoranordnung 

^ an zumindest einer Feder (Fl) ist 

12. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 8 bis 1 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Sensoranordnung 
als kapazitiver oder piezoresistiver Sensor ausge- 
bildetist 

13. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Sensoranordnung 
getrennt von einer Ausweneschaltung als Einzel- 
bauelement ausgebildet ist 
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